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Функционирование компактных ядерных и термоядерных установок, также как и функционирование искусственных спутников Земли и космических аппаратов, сопряжено с необходимостью решения проблемы повышения отказоустойчивости управляющих систем, работающих в условиях облучения высокоэнергетическими нейтронами и тяжелыми частицами и воздействия фоновой радиации, которая решается на схемотехническом и технологическом уровне. К схемотехническим методам относится, в основном, резервирование, которое для случая действия отдельных частиц дает хорошие результаты. Увеличение дозы облучения обычно вызывает дрейф параметров транзисторов, что может приводить к неверным результатам расчета. В этом случае целесообразно применять технологические методы повышения отказоустойчивости, а именно использовать в качестве исходных структур пластины со структурой «кремний на изоляторе», представляющие собой трёхслойный пакет, состоящий из кремниевой пластины, прослойки диэлектрика и размещённого на нём тонкого приборного слоя кремния. Для изготовления таких структур используется технология ионной имплантации и плазменной инженерии поверхности. Использование таких структур обеспечивает отсутствие электрической связи между соседними транзисторами, что позволяет увеличить плотность их размещения, обеспечивает повышенное быстродействие и расширяет диапазон рабочих температур, а также увеличивает радиационную стойкость, что должно позволить размещать микросхемы, изготовленные на основе таких модифицированных подложек, в непосредственной близости от источников ионизирующего излучения: термоядерных установок, ядерных энергетических установок.

Создание таких структур – это достаточно сложная процедура, и технология их изготовления по разным причинам не освоена в Российской Федерации: подложки со структурой «кремний на изоляторе» закупаются за рубежом. Это касается как подложек для изготовления микросхем гражданского назначения, так и микросхем для военных, атомных и космических применений.

В настоящей работе для достижения поставленной цели предлагается использовать явление образования слоя газонаполненных пузырей при имплантации ионов гелия в кремний и последующего отжига. Дальнейшее высокотемпературное окисление подложек, подвергнутых такой обработке, должно позволить получить захороненный слой пузырей с окисленными стенками, что и является аналогом структуры «кремний на изоляторе». Для обеспечения минимальной проводимости изолирующего слоя необходимо иметь достаточную концентрацию пузырей, что обеспечивается высокой дозой имплантации гелия.
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